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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Нові принципи, методи і засоби одержання, дослідження і характеризації напівпровідникових матеріалів і
структур, створення елементної бази перспективної напівпровідникової електронної техніки, в т. ч. на основі
нових фізичних явищ

Назва роботи англійською:
New principles, methods and means of fabrication, investigation and characterization of semiconductor materials
and structures, development of the element base for perspective semiconductor electronic technology, including
those developed on the base of new physical phenomena

Реферат українською:
РЕФЕРАТ Звіт про НДР: 1471с., 3 частини, 1 додаток , 354 рис., 25 табл., 559 посилань. Об'єкт дослідження та
розроблення: нові принципи, методи і засоби одержання, дослідження і характеризації напівпровідникових
матеріалів і структур; елементна база перспективної напівпровідникової електронної техніки, в т. ч. на основі
нових фізичних явищ. Мета та результати роботи: розроблені нові принципи, методи і засоби одержання,
дослідження і характеризації напівпровідникових матеріалів і структур, створена елементна база
перспективної напівпровідникової електронної техніки, в т. ч. на основі нових фізичних явищ. Дана робота
представляє собою комплекс досліджень та розробок, які передбачали, зокрема: розробку основ
терагерцової електроніки; розробку функціональних приладів опто - і мікроелектроніки на базі нових
шаруватих і композитних матеріалів та розробку методів контролю і характеризації їх параметрів; розробку
методик радіоспектроскопічної та оптичної діагностики змін характеристик напівпровідниковихі
діелектричних матеріалів та структур під дією активних впливів; технологічні дослідження по одержанню та
модифікації напівпровідникових структур на основі сполук А2В6, полімерів та елементарних
напівпровідників для створення фотоперетворювачів; розробку оптимізованих технологій отримання
нанокомпозитів та періодичних нанорозмірних структур на принципах керованої самоорганізації та
створення макетів приладних систем на їх основі; розробку нових методів Х-променевої та скануючої
зондової діагностики напівпровідникових наноструктур; розробку пасивних та активних елементів та
технологій ІЧ - техніки; розробку нових багатофункціональних матеріалів для сенсорної електроніки на
основі напівпровідникових гетероструктур Ge-GaAs. Результати НДР є принципово важливими для
створення сучасних технологій отримання напівпровідникових матеріалів і структур та елементної бази для
потреб мікро-, опто- і фотоелектронної техніки. ОПТОЕЛЕКТРОНІКА, ФОТОЕЛЕКТРОНІКА,
НАПІВПРОВІДНИКОВІ НАНОРОЗМІРНІ СТРУКТУРИ, АКУСТИЧНА ЕМІСІЯ, ІЧ-ФОТОДЕТЕКТОРИ,
НАПІВРОВІДНИКОВІ ФОТОННІ КРИСТАЛИ, НАНОПОКРИТТЯ, НАНОКОМПОЗИТИ, ГЕТЕРУВАННЯ,
ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІ, НАНОСТРУКТУРИ, ГЕТЕРОСТРУКТУРИ, СЕНСОРИ, ОПТОЕЛЕКТРОННІ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ. Умови одержання звіту : за договором. 252171, Київ-171, вул. Антоновича, 180, УкрІНТЕІ.

Реферат англійською:
ABSTRACT Report on Research&Development Work: 1471 p., 3 Chapters, 1 Supplement, 354 figures, 25 Tables, 559
references. Object of this R&D work: new principles, methods and ways to produce, study and characterization of
semiconductor materials and structures; elemental base of advanced semiconductor electronic technique,
including that based on new physical phenomena. The purpose and results of the work: developed are new
principles, methods and ways to produce and characterize semiconductor materials and structures; created is the
elemental base of promising semiconductor electronic technique, including that based on new physical
phenomena. This work corresponds to the whole complex of investigations and developments that covered, in
particular: - development of the base for tera-Hz electronics; - development of functional devices for opto- and
microelectronics based on new layered and composite materials as well as methods to control and characterize



their parameters; - development of methods formicrowave spectroscopy and optical diagnostics of changes in
characteristics of semiconductor and dielectric materials and structures under the influence of active factors; -
technological investigations aimed at preparation and modification of semiconductor structures based on A2B6
compounds, polymers and elemental semiconductors to create photoconverters; - development of optimized
technologies to produce nanocomposites and periodic nano-sized structures by using the principles of controlled
self-organization as well as creation of prototypes for device systems based on them; - development of new
methods for X-ray and scanning-probe diagnostics of semiconductor nanostructures; - development of passive
and active elements as well as technologies of infra-red technique; - development of new multifunctional materials
for sensor electronics based on semiconductor heterostructures Ge-GaAs. The results of this R&D work are of
principal importance to create modern technologies for production of semiconductor materials and structures as
well as elemental base necessary to micro-, opto- and photoelectronic technique. OPTOELECTRONICS,
PHOTOELECTRONICS, SEMICONDUCTOR NANO-SIZED STRUCTURES, ACOUSTIC EMISSION, IR-
PHOTODETECTORS, SEMICONDUCTOR PHOTONIC CRYSTALS, NANOCOATINGS, NANOCOMPOSITES,
GETTERING, PHOTOCONVERTERS, NANOSTRUCTURES, HETEROSTRUCTURES, SENSORS, OPTOELECTRONIC
TRANSDUCERS. Terms for obtaining this report: in accordance with Agreement, 03171 Kyiv, 180 vul. Antonovich,
UkrINTEI.
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